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摘 要

在本實驗之中，為了避免在一般傳統沉積二氧化矽薄膜時所產生的熱效應及表面缺陷影響到元件特性，因此我們採用低溫

液相沉積法(LPD)，此為濕式氧化法。除了能避免上述缺點外還具有高品質及成長速率快等優點。在薄膜沉積過程中，我

們可以利用六氟矽酸與硼酸溶液依照不同比例混合及對溫度的改變來控制二氧化矽薄膜的成長速率。在光檢測器元件的實

驗方面，我們使用透明導電的材料-氧化銦錫(ITO)來當作金屬-氧化物-半導體(MOS)的閘極電極，利用ITO的高穿透率增加

半導體對於光源的吸收面積及效率，另外歐姆接觸的金屬為Ti/Al雙層合金。在量測方面，我們在暗房中使用特定波長的

紫外光當作光源，波長分別為254nm及366nm。量測照射紫外光所產生之光電流與暗電流做比較，可以明顯的發現暗電流

比光電流小很多，尤其以366nm波長最為明顯，其光暗電流比最大可達104倍。再來響應率部份，利用氙燈當作光源，在

波長為360nm，逆向偏壓為-20V時，可以獲得的光響應率為1.95 A/W 。 關鍵字：氮化鎵，液相沉積，光暗電流比，氧化

銦錫
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